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ordnung, bei der a2 2T = 22
elektronische Komponenten eines integrierten Halbleiter- | 20z 2 % o & & [ 2% 5 Jfar)
schaltkreissystems (20-1, 20-2) und 20)\ O O O O Y | )
lichtemittierende Komponenten mit mehreren Schichten » )2
(30, 32) aus halbleitenden organischen Materialien Y |

integriert sind, wobei

die beiden Elektroden eines Elektrodenpaares (22-1, 23-1)
zwei verschiedene dieser Schichten (30, 32) kontaktieren,
und

sich die Lichtemission durch Ladungstradgerrekombinatio-
nen an den Grenzen zwischen diesen Schichten (30, 32)
ergibt,

dadurch gekennzeichnet, dass

die beiden Elektroden des Elektrodenpaares (22-1, 23-1) in
einer Metallisierungsebene auf dem Halbleiterschaltkreis-
system (20-1, 20-2) ausgebildet sind,

die erste der beiden Schichten (30) GUber dem Elektroden-
paar (22-1, 23-1) strukturiert aufgebracht ist, derart dass
nur ein bestimmter Bereich um eine der beiden Elektroden
(22-1) uberdeckt ist, und

die zweite der beiden Schichten (32) tber dem Elektroden-
paar (22-1, 23-1) ganzflachig aufgebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
tro-optische Mikroelektronikanordnung nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfah-
ren zu ihrer Herstellung nach Patentanspruch 15.

[0002] In der Mikroelektronik ist es tiblich geworden,
neben rein elektronischen Anordnungen, wie inte-
grierten Halbleiterschaltkreisen, in denen elektroni-
sche Funktionseinheiten, wie Transistoren, Dioden,
Kapazitdten usw. in einem Halbleitersubstrat inte-
griert sind, in Verbindung mit derartigen elektroni-
schen Funktionseinheiten auch optische Komponen-
ten zu kombinieren. Dabei ermdglicht es der gegen-
wartige Stand der Halbleitertechnologie, Photosen-
soren, wie etwa Photodioden, und optische Wellen-
leiter mit elektronischen Systemen, wie etwa Verstar-
kern, monolithisch zu integrieren. Dies kann bei-
spielsweise in MOS-Technik erfolgen, wobei die Her-
stellung von Photosensoren und optischen Wellenlei-
tern mit der Herstellung der elektronischen Verstar-
kerfunktionseinheiten proze3kompatibel ist.

[0003] Dies ist jedoch flr elektro-optische Mikroe-
lektronikanordnungen, welche eine Kombination von
lichtemittierenden Komponenten und elektronischen
Funktionseinheiten der vorgenannten Art darstellen,
nicht ohne weiteres moglich. Solche Mikroelektroni-
kanordnungen sind beispielsweise optische Anzei-
geanordnungen oder optische Verbindungen. Bisher
wurde das Licht in einer eigenen Anordnung, z.B. auf
der Basis von Verbindungshalbleitern etwa
[lI-V-Verbindungshalbleitern — erzeugt, die extern mit
einem integrierten Halbleiterschaltkreis auf Silizium-
basis verbunden werden mufite.

Stand der Technik

[0004] Neben lichtemittierenden Elementen auf der
Basis der genannten Verbindungshalbleiter sind
auch lichtemittierende Elemente auf der Basis von
halbleitenden Polymeren bekannt geworden. Sich fur
diesen Zweck eignende Polymere in Form von konju-
gierten Polymeren oder Spiroverbindungen sind bei-
spielsweise in der DE 196 15 128 A1 und der EP 0
676 461 A2 beschrieben.

[0005] Flachenleuchtdioden aus derartigen Polyme-
ren sind beispielsweise aus "Physikalische Blatter"
54 (1998) Nr. 3, Seiten 225-230 oder der Druckschrift
"c't" 1999, Heft 2, Seiten 76-81 bekannt geworden.

[0006] Der prinzipielle Aufbau einer derartigen Fla-
chenleuchtdiode ist in Fig. 1 dargestellt. Dabei ist auf
einen transparenten Glas- oder Kunststofftrager 10
eine ebenfalls transparente Elektrode 11, beispiels-
weise aus Indium-Zinn-Oxid, auf diese eine lichtemit-
tierende Schicht 12 aus einem halbleitenden Polymer
und auf diese wiederum eine Gegenelekirode 13,
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beispielsweise aus Aluminium, aufgebracht. Bei An-
legen einer elektrischen Spannung ergeben sich in
der Schicht 12 aus halbleitendem Polymer Lichtemis-
sionen bewirkende Rekombinationsprozesse von
Elektronen und Lochern, wobei das Licht gemaf dem
dargestellten prinzipiellen Aufbau Uber die transpa-
rente Elektrode 11 und den transparenten Trager 10
abgestrahlt wird.

[0007] Aus der oben genannten Druckschrift "c't" ist
es weiterhin bekannt, dal® der Wirkungsgrad derarti-
ger Elemente verbessert werden kann, wenn statt ei-
ner Schicht 12 aus einem einzigen halbleitenden Po-
lymer eine Schichtstruktur aus zwei unterschiedli-
chen Polymeren verwendet wird, von denen eines
den einen Ladungstragertyp, etwa Elektronen, und
das andere den anderen Ladungstragertyp, etwa L6-
cher, besser leitet. Die lichtemittierenden Rekombi-
nationen finden dann nicht wie bei einer Schicht aus
einem einzigen Polymer an Metall-Halbleiter-Kontak-
ten sondern an der Grenzschicht der unterschiedli-
chen Polymere statt.

[0008] Aus der letztgenannten Druckschrift ist es
schliellich auch bekannt, in einer monolithisch inte-
grierten Struktur elektronische Funktionseinheiten,
wie beispielsweise MOS-Transistoren, mit lichtemit-
tierenden Polymerdioden zu vereinigen. Damit wird
beispielsweise der Aufbau "intelligenter Bildpunkte"
moglich. Fir den Aufbau von lichtemittierenden Dio-
den wird dabei aber lediglich von dem vorstehend er-
lauterten Aufbau in einer vertikalen Schichtfolge Tra-
ger-Elektrode-Polymer-Elektrode ausgegangen. Ein
solcher vertikaler Aufbau ist jedoch herstellungstech-
nisch aufwendig und mit der Gblichen Halbleiter-Pro-
zeltechnologie, wenn uberhaupt, nur schlecht kom-
patibel.

[0009] Aus der US-Patentschrift 5929 474 Aist eine
aktive Matrix aus Organic Light Emitting Diods
(OLEDs) zur Aussendung einfarbigen Lichtes be-
kannt. Auf einem Feld von ersten Kontakten, die bei-
spielsweise Kathoden darstellen, sind mehrere
Schichten aus organischem Material angeordnet.
Darauf ist ein elektrisch- und lichtleitendes Material
ausgebildet, das als zweiter Kontakt der OLEDs
dient. Die organischen Schichten leiten den Strom
hauptsachlich in vertikaler Richtung, direkt zwischen
den ersten Kontakten und dem zweiten Kontakt, so
dass der Bereich der Lichtemission der einzelnen
OLEDs durch den darunter liegenden ersten Kontakt
definiert wird.

[0010] In der US-Patentschrift 5 677 546 A ist ein
lichtemittierendes Bauelement dargestellt, das ein
elektroluminizierendes Material sowie eine Anode
und eine Kathode enthalt, wobei beide, Anode und
Kathode den Film auf der selben Seite kontaktieren.
Die Elektroden sind bevorzugt so ausgebildet, dass
sie ineinander greifen.
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[0011] Aus WO 98/31057 A1 ist eine elektrolumi-
neszierende Vorrichtung bekannt, bei der die beiden
Elektroden und ein elektrolumineszierendes Material
auf der selben Oberflache eines isolierenden Subst-
rates angeordnet sind. Mit der Vorrichtung kdnnen
die Farben grin, blau, rot, und gelb dargestellt wer-
den, wobei die Farbgebung aus der Zusammenset-
zung des elektrolumineszierendes Materials aus ver-
schiedenen Polymere bestimmt ist.

Aufgabenstellung

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen verbesserten Aufbau von lichtemit-
tierenden Elementen auf der Basis halbleitender or-
ganischer Materialien anzugeben, der herstellungs-
technisch in einfacher Weise an die prozeRtechni-
schen Gegebenheiten der integrierten Halbleiter-
schaltkreistechnologie angepaldt ist.

[0013] Diese Aufgabe wird bei einer elektro-opti-
schen Mikroelektronikanordnung der gattungsgema-
Ren Art erfindungsgemal durch die Malnahmen
nach dem kennzeichnenden Teil des Patentan-
spruchs 1 gel6st.

[0014] Ein Verfahren zur Herstellung einer erfin-
dungsgemalen elektro-optischen Mikroelektronikan-
ordnung ist Gegenstand des Patentanspruchs 15.

[0015] Weiterbildungen des Erfindungsgedankens
sowohl hinsichtlich der Anordnung als auch des Ver-
fahrens sind Gegenstand entsprechender Unteran-
spriche.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausfuhrungsbeispielen gemafll den Figuren der
Zeichnung naher erlautert. Es zeigt:

[0017] FEig. 1 den oben bereits erlauterten bekann-
ten prinzipiellen Aufbau einer Flachenleuchtdiode auf
der Basis halbleitender Polymere;

[0018] Fig. 2 den grundsatzlichen Aufbau einer aus
dem Stand der Technik bekannten elektro-optischen
Mikroelektronikanordnung mit einer einzigen lichte-
mittierenden Komponente auf der Basis von halblei-
tendem organischen Material bzw. Kunststoff;

[0019] Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Dar-
stellung einer elektro-optischen Mikroelektronikan-
ordnung mit mehr als einer lichtemittierenden Kom-
ponente;

[0020] Fig. 4 schematisch ein Halbleiterschaltkreis-
system mit einer Metallisierungsebene zur Verdrah-
tung von elektronischen Funktionseinheiten in einem
Substrat auf Silizium-Basis und einer dariber befind-
lichen erfindungsgemal ausgebildeten lichtemittie-
renden Struktur auf der Basis von halbleitendem or-
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ganischen Material bzw. Kunststoff mit Kontakten in
einer Metallisierungsebene; und

[0021] Fig. 5 schematisch ein aus dem Stand der
Technik bekanntes Beispiel mit einer optischen
Kopplung einer lichtemittierenden Komponente mit
einem Photosensor in einem Halbleiterschaltkreis-
system.

[0022] Vor der Erlauterung der Ausfiihrungsbeispie-
le sei zunachst darauf hingewiesen, dal im Rahmen
vorliegender Erfindung der Begriff "Halbleiterschalt-
kreissystem" ein die elektronischen Funktionseinhei-
ten, wie Transistoren, Dioden, Kapazitaten usw. ent-
haltendes Halbleitersubstrat und darauf befindliche
durch Oxidschichten voneinander isolierte, Leiter-
bahnen und AnschluRelemente (Pads) bildende Me-
tallisierungsebenen bezeichnet. Mit anderen Worten
ausgedrickt, handelt es sich dabei um das elektro-
nisch aktive System ohne auflere elektrische An-
schlisse und Gehausekomponenten.

[0023] Es sei ferner darauf hingewiesen, dal} der
Begriff "Halbleiterschaltkreissystem" sich im Rahmen
vorliegender Erfindung nicht nur auf monolithisch in-
tegrierte Schaltkreissysteme bezieht, bei denen in ei-
nem einkristallinen Siliziumsubstrat elektronische
Funktionseinheiten ausgebildet sind. Er umfalit viel-
mehr auch Schaltkreissysteme auf Polysilizium-Ba-
sis oder auf der Basis von amorphem Silizium auf
Glastragern.

[0024] Anhand von Eig. 2 wird der prinzipielle Auf-
bau einer aus dem Stand der Technik bekannten
elektro-optischen  Mikroelektronikanordnung  be-
schrieben. Auf einem Halbleiterschaltkreissystem 20
auf Siliziumbasis der vorstehend erlauterten Art ist
eine lichtemittierende Komponente 21, 22, 23 vorge-
sehen. Das Halbleiterschaltkreissystem 20 selbst
kann im oben beschriebenen Sinne konventioneller
Art sein und braucht daher nicht naher erlautert zu
werden.

[0025] Auf diesem Halbleiterschaltkreissystem 20
sind aus einer einzigen Metallisierungsebene durch
in der Halbleitertechnologie lbliche Strukturierungs-
maflnahmen entstandene Elektroden 22 und 23 an-
geordnet. Diese Elektroden 22 und 23 sind abgese-
hen von elektrischen Verbindungen mit Pads und Lei-
terbahnen des Halbleiterschaltkreissystems 20 (bli-
cherweise durch eine nicht dargestellte Isolator-
schicht etwa in Form einer Siliziumdioxidschicht von
darunterliegenden Metallisierungsebenen des Halb-
leiterschaltkreissystems 20 isoliert. Wie anhand von
Fig. 4 noch erlautert wird, erfolgen die elektrischen
Verbindungen in an sich bekannter Weise uber
Durchkontaktierungen durch Kontaktlécher in der
Isolatorschicht.

[0026] Auf das Halbleiterschaltkreissystem 20 ist
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Uber den Kontakten 22 und 23 eine Schicht 21 aus
halbleitendem organischen Material bzw. Kunststoff
vorgesehen, aus welcher die Lichtemission Gber Re-
kombinationen von Elektronen und Léchern erfolgt.

[0027] Aus Fig. 2 ist die laterale Struktur der lichte-
mittierenden Komponente 21, 22, 23 zu sehen, wor-
aus sich eine prozefitechnisch duBerst vorteilhafte
Anpassung an eine Halbleiterschaltkreistechnologie
ergibt. Im Gegensatz zu der oben erlauterten vertika-
len Struktur einer lichtemittierenden Diode auf der
Basis halbleitender Polymere kann die Elektroden-
struktur 22, 23 aus einer einzigen Metallisierungse-
bene erzeugt werden, die, wie in der Halbleitertech-
nik Ublich, auf dem Halbleiterschaltkreissystem 20
abgeschieden und strukturiert werden kann. Ebenso
kann die Schicht 21 aus halbleitendem organischen
Material bzw. Kunststoff (ggf. auch mehr als eine
Schicht) in Ublicher Prozef3technik aufgebracht und
ggf. strukturiert werden. Neben dieser Kompatibilitat
mit Gblichen Halbleiterprozessen ergibt sich aus der
lateralen Struktur der weitere Vorteil, daR keine trans-
parenten Elektroden aus einem von den in der Halb-
leitertechnologie Ublichen Metallisierungsmaterialien
verschiedenen Material notwendig sind, weil sich die
Elektroden nur auf einer Seite der lichtemittierenden
Schicht 21 befinden und deren andere Seite daher fur
die Lichtabstrahlung vollstandig frei ist.

[0028] Als halbleitende organische Materialien bzw.
Kunststoffe finden in besonderer Ausgestaltung der
Erfindung organische Polymere oder Oligomere Ver-
wendung.

[0029] Gemal einem aus dem Stand der Technik
bekannten Beispiel kdbnnen auch an verschiedenen
Stellen eines Halbleiterschaltkreissystems unter-
schiedliche halbleitende organische Materialien bzw.
Kunststoffe vorgesehen werden, wodurch auf ein-
und demselben Halbleiterschaltkreissystem ver-
schiedene Lichtfarben erzeugt werden kénnen.

[0030] Ein derartiges Beispiel ist in Fig. 3 darge-
stellt, in der gleiche bzw. sich entsprechende Ele-
mente wie in Fig. 2 mit gleichen bzw. sich entspre-
chenden Bezugszeichen versehen sind. Dabei sind
auf dem Halbleiterschaltkreissystem 20 zwei lichte-
mittierende Komponenten mit Elektroden 22-1, 23-1
bzw. 22-2, 23-2 sowie jeweils einer, jeweils einem
Elektrodenpaar zugeordneten Schicht 21-1 bzw. 21-2
aus unterschiedlichen halbleitenden organischen
Materialien bzw. Kunststoffen vorgesehen. Aufgrund
dieser unterschiedlichen Materialien strahlen die bei-
den lichtemittierenden Komponenten unterschiedli-
che Lichtfarben ab.

[0031] Die Elektroden der lichtemittierenden Kom-
ponenten kdnnen auch mindestens teilweise aus un-
terschiedlichen Metallen bestehen, so dal} die jewei-
ligen Elektroden einer lichtemittierenden Komponen-
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te eine unterschiedliche Ladungstrager-Austrittsar-
beit besitzen. In Fig. 3 ist eine solche Ausgestaltung
fur die Elektroden 22-1, 23-1 der linksseitigen lichte-
mittierenden Komponente dargestellt. Sie besitzt ei-
nen Kern 22-3, der beispielsweise aus dem gleichen
Metall wie dasjenige der Elektrode 23-1 bestehen
kann, sowie eine Oberflachenschicht 22-4 aus einem
vom Metall der Elektrode 23-1 verschiedenen Metall.
In vorteilhafter Weise ist eine solche Elektrodenaus-
bildung aus unterschiedlichen Metallen fir als Katho-
den wirkende Elektroden vorgesehen. Damit lassen
sich die zur Lichtemission flihrenden Ladungstra-
ger-Rekombinationsprozesse glinstig beeinflussen.

Ausfiuhrungsbeispiel

[0032] Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung mit
Schichten aus halbleitendem organischen Material
bzw. Kunststoff in Form von aneinander angrenzen-
den, sich mindestens teilweise Uberdeckenden
Schichten aus unterschiedlichen derartigen Materia-
lien ist in Fig. 4 dargestellt, in der ebenfalls gleiche
bzw. sich entsprechende Elemente wie in den Fig. 2
und Fig. 3 mit gleichen bzw. sich entsprechenden
Bezugszeichen versehen sind. Aus Grinden der Ver-
einfachung der Darstellung sind dabei Schichtverlau-
fe sowohl bei Schichten aus halbleitendem organi-
schen Material bzw. Kunststoff als auch bei Metalli-
sierungen ohne in der Praxis entstehende Verrun-
dungen an Kanten dargestellt, was Gbrigens auch fir
die bereits erlauterten Ausfiihrungsbeispiele gilt.

[0033] Fig. 4 zeigt zunachst schematisch eine be-
reits oben erwahnte Ausfuhrungsform eines Halblei-
terschaltkreissystems 20 aus einem Trager 20-1 bei-
spielsweise aus Glas sowie einem darauf befindli-
chen, elektronische Funktionseinheiten enthaltenden
Substrat 20-2 auf Siliziumbasis.

[0034] Wie in der Technik integrierter Halbleiter-
schaltkreise ublich, ist auf dem Substrat 20-2 eine der
Verdrahtung der elektronischen Funktionseinheiten
dienende Metallisierungsebene vorgesehen, aus der
mittels Ublicher Strukturierungsprozesse Leiterbah-
nen und Anschluf3elemente (Pads) 25 hergestellt und
die durch eine Isolatorschicht 20-3 wie Ublich aus Si-
liziumdioxid gegen das Substrat 20-2 isoliert sind.
Eine elektrische Verbindung der Leiterbahnen und
Pads 25 mit den elektronischen Funktionseinheiten
im Substrat 20-2 erfolgt iber Kontaktlécher 26.

[0035] Gegen die Verdrahtungs-Metallisierungse-
bene — Leiterbahnen und Pads 25 — durch eine Isola-
torschicht 20-4 isoliert, ist wiederum wie bei den Aus-
fuhrungsbeispielen nach den Fig. 2 und Fig. 3 eine
Metallisierungsebene vorgesehen, aus der durch
entsprechende Strukturierung die Kontakte 22-1,
23-1, 22-2, 23-2 ausgebildet sind.

[0036] Auf den Kontakten 22-1, 23-1, 22-2, 23-2
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sind Schichten 30, 31, 32 aus halbleitendem organi-
schen Material bzw. Kunststoff ausgebildet, wobei es
sich bei den Schichten 30 und 31 um strukturierte nur
auf bestimmten Stellen des Substrats 20-2 befindli-
che Schichten handelt, die von der im Ausfuhrungs-
beispiel ganzflachigen Schicht 32 Gberdeckt werden.

[0037] Je nach Art der Materialien der Schichten 30,
31, 32 koénnen verschiedene Lichtfarbenkombinatio-
nen realisiert werden, wobei sich wie oben bereits er-
lautert, durch unterschiedliche Leitfahigkeit der La-
dungstragertypen lichtemittierende Ladungstragerre-
kombinationen an den Grenzschichten der unter-
schiedlichen Materialien ergeben.

[0038] Elektrische Verbindungen zwischen Kontak-
ten 22-1, 23-1, 22-2, 23-2 der lichtemittierenden
Komponenten sowie den Leiterbahnen und Pads 25
der Verdrahtungs-Metallisierungsebene auf dem
Halbleiterschaltkreissystem 20 erfolgen Uber Kon-
taktlécher 24 in der Isolatorschicht 20-4.

[0039] Fig. 5, in der gleiche bzw. sich entsprechen-
de Elemente wie in den Eig. 2 bis Fig. 4 mit gleichen
bzw. sich entsprechenden Bezugszeichen versehen
sind, zeigt schematisch ein aus dem Stand der Tech-
nik bekanntes Beispiel, bei der eine optische Kopp-
lung einer lichtemittierenden Komponente mit einem
Photosensor vorgesehen ist, der seinerseits Be-
standteil eines integrierten Halbleiterschaltkreissys-
tems ist.

[0040] Dabei ist auf dem Halbleiterschaltkreissys-
tem 20 wiederum eine lichtemittierende Komponente
mit Elektroden 22 und 23 sowie einer dariber befind-
lichen lichtemittierenden Schicht 21 aus halbleiten-
dem organischen Material bzw. Kunststoff ausgebil-
det, die durch die Isolatorschicht 20-4 gegen das
Halbleiterschaltkreissystem 20 isoliert ist.

[0041] Zusatzlich zu hier nicht eigens dargestellten
Verdrahtungs-Metallisierungsebenen ist bei diesem
Beispiel auf dem Halbleiterschaltkreissystem 20 ein
Lichtwellenleiter 41 vorgesehen, der beispielsweise
aus  Silizium-Oxid-Nitrid/Siliziumdioxid  bestehen
kann und zu einem Photosensor 42 fiihrt. Ein solcher
Photosensor kann z.B. eine Photodiode in
MOS-Technik sein.

[0042] Der Lichtwellenleiter 41 ist mit der lichtemit-
tierenden Komponente 21, 22, 23 Uber eine optische
Durchfiihrung 40 gekoppelt, die ebenso wie der Licht-
wellenleiter aus Silizium-Oxid-Nitrid/Siliziumdioxid
bestehen kann.

[0043] Die laterale Ausbildung der lichtemittieren-
den Komponente hat dabei den weiteren Vorteil, dafy
ohne zusatzliche MalRnahmen zur Gewahrleistung
der Transparenz auf beiden sich in vertikaler Rich-
tung gegenuiberliegenden Seiten der Schicht 21 Licht
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abgestrahlt und also in einfacher Weise auch direkt in
die optische Durchfiihrung 40 eingekoppelt werden
kann.

[0044] Die vorstehend beschriebene Art der Licht-
leitung zwischen lichtemittierenden und lichtempfan-
genden Komponenten auf einem Halbleiterschalt-
kreissystem eignet sich z.B. zur Taktverteilung zwi-
schen verschiedenen Teilen des Systems, wobei in
solchen Teilen jeweils ein Photosensor vorgesehen
ist, der das optische Signal in ein elektrisches Taktsi-
gnal umwandelt. Damit kdnnen bei einer rein elektro-
nischen Signalverteilung moéglicherweise auftretende
Verzerrungen minimiert werden.

[0045] GemalR einem Verfahren zur Herstellung ei-
ner Mikroelektronikanordnung wird auf ein integrier-
tes Halbleiterschaltkreissystem, beispielsweise das
System 20 nach Fig. 1, zur Bildung von in einer Ebe-
ne liegenden Kontakten, beispielsweise 22, 23 eine
Metallisierungsebene aufgebracht, auf diese Metalli-
siserungsebene mindestens eine Schicht, beispiels-
weise 21, aus halbleitendem organischen Material
bzw. Kunststoff ganzflachig aufgebracht und danach
an vorgegebene Strukturen lichtemittierender Kom-
ponenten angepaldt strukturiert. Das Aufbringen von
Schichten aus halbleitendem organischen Material
bzw. Kunststoff kann in einfacher Weise durch Auf-
schleudern (spin coating), wie etwa beim Aufbringen
von Photolack auf Halbleitersubstrate, erfolgen. Die
Strukturierung von Schichten aus halbleitendem or-
ganischen Material bzw. Kunststoff kann ebenfalls
nach in der Halbleitertechnik Ublichen Prozessen
durch Phototechnik, etwa mittels Photolackmasken,
erfolgen. Es ist auch denkbar, dal Polymere direkt
ohne Masken strukturiert werden, wenn es sich um
Materialien handelt, die sich wie Photolacke verhal-
ten.

Patentanspriiche

1. Elektro-optische
bei der
elektronische Komponenten eines integrierten Halb-
leiterschaltkreissystems (20-1, 20-2) und
lichtemittierende = Komponenten mit mehreren
Schichten (30, 32) aus halbleitenden organischen
Materialien
integriert sind, wobei
die beiden Elektroden eines Elektrodenpaares (22-1,
23-1) zwei verschiedene dieser Schichten (30, 32)
kontaktieren, und
sich die Lichtemission durch Ladungstrégerrekombi-
nationen an den Grenzen zwischen diesen Schichten
(30, 32) ergibt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Elektroden des Elektrodenpaares (22-1,
23-1) in einer Metallisierungsebene auf dem Halblei-
terschaltkreissystem (20-1, 20-2) ausgebildet sind,
die erste der beiden Schichten (30) Giber dem Elektro-

Mikroelektronikanordnung,
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denpaar (22-1, 23-1) strukturiert aufgebracht ist, der-
art dass nur ein bestimmter Bereich um eine der bei-
den Elektroden (22-1) Gberdeckt ist, und

die zweite der beiden Schichten (32) Gber dem Elek-
trodenpaar (22-1, 23-1) ganzflachig aufgebracht ist.

2. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als
halbleitende organische Materialien konjugierte Poly-
mere Verwendung finden.

3. Elektro-optische  Mikroelektronikanordnung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als
halbleitende organische Materialien konjugierte Oli-
gomere Verwendung finden.

4. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichten (30, 32) aus dem glei-
chen halbleitenden organischen Material bestehen.

5. Elektro-optische  Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichten (30, 32) aus unter-
schiedlichen halbleitenden organischen Materialien
bestehen.

6. Elektro-optische  Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils zwei, eine Anode und eine Ka-
thode flr jeweils eine lichtemittierende Komponente
bildende Elektroden (22-1, 23-1, 22-2, 23-2) aus un-
terschiedlichen Metallen bestehen.

7. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Kathoden bildende Elektroden (bei-
spielsweise 21-1) mindestens in einer Oberflachen-
schicht (22-4) aus einem von einem Metall von Ano-
den (beispielsweise 23-1) verschiedenen Metall be-
stehen.

8. Elektro-optische  Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das integrierte Halbleiterschaltkreis-
system (20) ein monolithisch integriertes System auf
der Basis eines einkristallinen Silizium-Substrats ist.

9. Elektro-optische  Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das integrierte Halbleiterschaltkreis-
system (20) ein System auf der Basis von Polysilizi-
um ist.

10. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das integrierte Halbleiterschaltkreis-
system (20) ein System auf der Basis von amorphem
Silizium ist.
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11. Elektro-optische  Mikroelektronikanordnung
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das amorphe Silizium (20-1) auf einem Glas-Trager
(20-2) vorgesehen ist.

12. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Metallisierungsebene (22-1, 23-1,
22-2, 23-2) sowie die 1lichtemittierende(n)
Schicht(en) (30, 31, 32) aus halbleitendem organi-
schen Material, welche die lichtemittierenden Kom-
ponenten (22-1, 23-1, 22-2, 23-2, 30, 31, 32) bilden,
auf einer Isolatorschicht (20-4) vorgesehen sind, wel-
che die lichtemittierenden Komponenten gegen eine
eine Verdrahtungsebene des integrierten Halbleiter-
schaltkreissystems (20-1, 20-2) bildende Metallisie-
rungsebene (25) isoliert.

13. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
Elektroden (22-1, 23-1, 22-2, 23-2) der lichtemittie-
renden Komponenten (22-1, 23-1, 22-2, 23-2, 30, 31,
32) Uber Kontaktlécher (24) in der Isolatorschicht
(20-4) mit AnschluRelementen (25) in der Verdrah-
tungsebene elektrisch verbunden sind.

14. Elektro-optische Mikroelektronikanordnung
nach einem der Anspriiche 1 bis 13 zur Verwendung
in einer integrierten Halbleiterschaltung zur optischen
Kopplung (40, 41) von lichtemittierenden Komponen-
ten (21, 22, 23) mit Photosensoren (42).

15. Verfahren zur Herstellung einer elektro-opti-
schen Mikroelektronikanordnung, umfassend:
Ausbilden einer strukturierten Metallisierungsebene
mit einem Elektrodenpaar (22-1, 23-1) auf einem in-
tegrierten Halbleiterschaltkreissystem (20-1, 20-2),
Ausbilden einer lichtemittierenden Komponente
durch Aufbringen mehrerer Schichten (30, 32) aus
halbleitendem organischem Material Giber dem Elek-
trodenpaar (22-1, 23-1), wobei
die beiden Elektroden des Elektrodenpaars (22-1,
23-1) zwei verschiedene dieser Schichten (30, 32)
kontaktieren, und
sich die Lichtemission durch Ladungstrédgerrekombi-
nationen an den Grenzen zwischen diesen Schichten
(30, 32) ergibt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schicht (30) Uber dem Elektrodenpaar
strukturiert aufgebracht wird, derart dass sie nur ei-
nen bestimmten Bereich um eine der beiden Elektro-
den (22-1) Uberdeckt, und
die zweite Schicht (32) Uber dem Elektrodenpaar
ganzflachig aufgebracht wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Schicht durch
Aufschleudern aufgebracht wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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